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  محتویات الكتاب
  الصفحة  العنوان  البند

  ١  مقدمة لعلم إلكترونیات أشباه الموصلات      م
  أشباه الموصلات - الفصل الأول

  ٩  حركة الإلكترونات فى ذرة السیلكون    ١ - ١
  ١٣  مواد أشباه الموصلات  ٢ – ١
  ١٦  فى المواد الصلبة التوصیل نظریة   ٣ – ١
  ١٧  تصنیف المواد    ٤ – ١
  ٢٠  الموصلیة     ٥ - ١
  ٢٣  الإلكترونات والثقوب فى مواد أشباه الموصلات  ٦ – ١
  ٣١  فیرمي دیراك دالة توزیع   ٧ – ١
  ٣٨  المواد غیر جوھریة البلورات  ٨ – ١
  ٤٣  إعتماد موصلیة مواد أشباه الموصلات على درجات الحرارة  ٩ – ١
  ٤٥  مفھوم الحركیة   ١٠ – ١
  ٥٠  تیار الإنحراف   ١١ – ١
  ٥١  تیار الإنتشار  ١٢ – ١
  ٥٣  عمر الشحنات  ١٣ – ١
  ٥٥  معادلة الإستمراریة  ١٤ – ١

  ثنائیات أشباه الموصلات - الفصل الثانى
  ٦١  نظریة وصلات المواد ذات الموصلیة (ن) و (ب)   ١ – ٢
  ٦٩  أشباه الموصلاتالوصف المادي لثنائي     ٢ - ٢
  ٧٣  المباشر فى الوصلة الثنائیةتحلیل الجھد والتیار    ١-٢ - ٢
  ٧٧  مقاومة الإتصال    ٢ – ٢ – ٢
  ٧٨  الشكل التكوینى لنطاقات الطاقة فى دائرة الوصلة الثنائیة المفتوحة   ٣ - ٢ – ٢
  ٨٢  النظریة الكمیة للتیارات فى وصلات أشباه الموصلات الثنائیة  ٤ - ٢ - ٢
  ٨٩  مقاومة الدایود  ٣-٤- ٢ – ٢
  ٩٣  حساب التیار الناشئ عن الإلكترونات والثقوب   ٥ - ٢- ٢
  ٩٨  إعتمادیة درجات الحرارة فى الوصلات الثنائیة   ٦- ٢- ٢ 

  ٩٩  سعة المنطقة المفرغة أو المنطقة الإنتقالیة  ٧ - ٢ – ٢
  ١١٠  زمن التحویل فى دایود شبھ الموصل  ٨ - ٢ – ٢
  ١١٣  جھد الإنھیار العكسى  ٩ - ٢ – ٢
  ١١٧  المعملیة لثنائیات أشباه الموصلاتالحدود    ٣ - ٢
  ١٢٩  لكل من الفصلین الأول والثانى مراجع  

  الترانسستور  -الفصل الثالث 
  ١٣٠  مقدمة  
  ١٣٢  ثنائیة القطبین الترنستورات  ١ – ٣
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  ١٤٠  الترانزستورفى تیار الكسب آلیات   ٢ – ٣
  ١٤٦  خواص الجھد والتیار فى الترانسستور  ٣ - ٣
  ١٥٠  إشارة الترددطع ق  ٤ - ٣
  ١٥٤  جھد التشبع  ٥ – ٣
  ١٥٩  تكوین دوائر الترانزستور والخصائص الثابتة  ٦ - ٣
  ١٧٤  الإعتبارات التطبیقیة لدوائر تكوین الباعث المشترك  ٧ - ٣
  ١٩٢  وقطع) فتح ( تبدیلتطبیقات الترانسستور كعنصر    ٨ - ٣

  نظریة الترانزستور أحادي القطب -الفصل الرابع 
  ١٩٩  تأثیر أسطح عناصر أشباه الموصلات  ١ - ٤
  ٢٠٤  الترانزستور المتأثر بالمجال ذات البوابة المعزولة  ٢ - ٤
  ٢٠٧  الترانزستور المتأثر بالمجال  ٣ - ٤
  ٢٠٧  الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة   ١ - ٣ – ٤
  ٢٤١  شبة موصل) –أكسید  –الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوین (معدن    ٢ - ٣ – ٤
  ٢٥٢  ش م) المعزز  –أ –الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوین (م نقل الخواص    ٣ - ٣  - ٤
  ٢٥٧  ملخص لأنواع الترانزستور المتأثر بالمجال   ٤ - ٣ – ٤
  ٢٥٩  مكبرات الترانزستور المتأثر بالمجال ذات الوصلة  لتكبیر الإشارت الصغیرة  ١ - ٤ - ٤
  ٢٧٥  تناظرى تبدیلالترانزستور المتأثر بالمجال ذات الوصلة  كمفتاح   ٢ - ٤ – ٤
  ٢٧٩  ٠) للإشارات الصغیرةم أ س ت م ممكبرات الترانزستور (  ٣ - ٤ – ٤
  ٢٨١  سلیكون الرأسى  –أكسید  –الترانزستور المتأثر بالمجال بتكنولوجیا معدن   ٤ - ٤ - ٤
  ٢٨٣  كمقاومة سلیكون   –أكسید –لترانزستور المتأثر بالمجال بتكنولوجیا معدنا  ٥ - ٤ - ٤
  ٢٨٤  مراجع للفصلین الثالث والرابع  

  الدوائر المتكاملة  -الفصل الخامس 
  ٢٨٥  مقدمة  ١- ٥
  ٢٨٨  التطورات فى الدوائر المتكاملة   ٢ – ٥
  ٢٩٨  التصنیع   ٣ – ٥
  ٣٠٦  تصمیم الدوائر المتكاملة  ٤ – ٥
  ٣١٧  خارطة الطریق الدولیة لتكنولوجیا أشباه الموصلات  ٥ – ٥
  ٣٢٦  المراجع  

  تكنولوجیا الأفلام السمیكة - السادس الفصل
  ٣٢٧  التقنیة النموذجیة لإنتاج الأفلام السمیكة  ١ – ٦
  ٣٢٩  الركائز  ٢ – ٦
  ٣٣٢  تجھیز الأحبار   ٣ – ٦
  ٣٣٣  الخطوات التكنولوجیة لإعداد الطبقات   ٤ – ٦
  ٣٣٨  تقلیم المقاومات   ٥ – ٦
  ٣٤١  متطلبات السوق الخاصة  ٦ – ٦
  ٣٤٤   ٠الخصائص التقنیة وقواعد التصمیم لطباعة الفیلم وإنتاج ركائز السیرامیك   ٧ – ٦
  ٣٤٨  تصمیم المقاومات المطبوعة  ٨ – ٦

  الرقیقةأو الرقائق أو الأفلام ا الرفیعةالأغشیة   -الفصل السابع 
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  ٣٥٦  الأغشیة الرفیعة أو الرقائق أو الأفلام االرقیقةتعریف   
  ٣٥٧  الترسیبألیات   ١ – ٧
  ٣٦٥  الآلیات الأساسیة للترسیب بالتناثر  ١ – ١ – ٧
  ٣٧٨  آلیات التناثر التفاعلى  ٢ – ١ – ٧
  ٣٨٣  الخلایا الشمسیة بتكنولوجیا الأغشیة أو الأفلام الرقیقة    ٣ – ١ – ٧
  ٣٩١  العاكسات والمرشحات) –بصریات الأغشیة أو الأفلام الرقیقة أمثلة (  و السوقمتطلبات    ٤ – ١ – ٧
  ٣٩٥  المراجع  

  مقاومات الأفلام الرقیقة  ٢ – ٧
  ٣٩٦  تصنیع مقاومات الأفلام الرقیقة  ١ – ٢ – ٧

  ٣٩٧  مقاومات میسا    ٢ – ٢ – ٧
  ٤٠٣  المقاومات الحراریة    ٣ – ٢ – ٧
  ٤٠٤  المقاومات بتكنولوجیا الأفلام الرقیقة تصمیم وتصنیع  ٤ – ٢ – ٧
  ٤٠٧  أنواع المقاومات    ٥ – ٢ – ٧
  ٤١٢  اتإعتبارات تصمیم المقاوم    ٦– ٢ – ٧
  ٤١٨  تقلیم المقاومات   ٧ – ٢ – ٧
  ٤٢٠  المراجع  

  مكثفات الأفلام الرقیقة    ٣- ٧
  ٤٢١  مقدمة   ١-   ٣ - ٧
  ٤٢٧  ةنظریة السعة الخطی مقدمة  ٢-   ٣ - ٧
  ٤٣٥  نظریة السعة باراكھربائیة    ٣-   ٣ - ٧
  ٤٤٠  نظریة مكثفات الفیروكھربائیة  ٤ -  ٣ -  ٧
  ٤٤٩  المكثفات الخطیة  ٥ - ٣ – ٧
  ٤٥٢  تقنیة تناثر لمركبات تیتینات الباریم لتطبیقات مكثفات الأفلام الرقیقة    ٦ - ٣ – ٧
  ٤٦٨  المراجع  

  ترانزستور الأفلام الرقیقة     ٤ – ٧
  ٤٦٩  ترانزستور الأفلام الرقیقة       ٤ – ٧

  ٤٦٩  تعریفات لبعض المصطلحات المستخدمة  ١ -  ٤ – ٧

  ٤٧١ ترانزستور الأفلام الرقیقةمقدمة ل  ٢ – ٤ – ٧

  ٤٧٤ تكنولوجیا الأفلام الرقیقة لتصنیع الترانزستور  ٣ – ٤ – ٧

  ٤٧٦  الماضى والحاضر والمستقبلالترانزستور بتكنولوجیا الأفلام الرقیقة بین    ٤  – ٤ – ٧
  ٤٧٧  ١٩٩٠مرحلة ما قبل الإنتاج الكمى لشاشات البلورات السائلة قبل عام     ٥ – ٤ – ٧
  ٤٨٦  ٢٠١٠حتى  ١٩٩٠الإنتاج الكمى والنھوض بالتكنولوجیا فى الفترة من    ٦ – ٤ – ٧
  ٤٩٣  ٢٠١٠عام الترانزستور الأفلام الرقیقة المستقبلیة بعد آلیات تطویر    ٧ – ٤ – ٧
  ٤٩٦  المراجع  
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  دوائر الأفلام الرقیقة        ٥ – ٧
  ٧٤٩  رقیقةالقواعد تصمیم دوائر الأفلام   ١ – ٥ – ٧
  ١٥٠  متطلبات أقنعة الترسیب والإزالة  ٢ – ٥ – ٧
  ٢٥٠  قواعد تصمیم المقاومات  ٣ – ٥ – ٧
  ٦٥٠  مواد الركیزة  ٤ – ٥ – ٧
  ٧٥٠  للإلكترونیاتمؤسسة ت ت   ٥ – ٥ – ٧
  ٤٥١  الأفلام الرقیقة الغیر نشطة فى ترددات اللاسلكیة ودوائر الموجات القصیرة    ٦ – ٥ – ٧
  ٦٥١  مرشحات رفض نطاق    ٧ – ٥ – ٧
  ٨٥١  لفائف الحث بتقنیة الأفلام الرقیقة    ٨ – ٥ – ٧

  


